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东莞半导体晶圆产品介绍

生成日期: 2025-10-27

    vi-v0-△v)/(δv-△v)+1)＝ni/f1＝((vi-v0-△t)/(δv-△v)+1)/f1(20)其中，t1是循环周期，f1是超声波或兆声波
的频率。因此，为了防止气泡尺寸达到阻塞特征结构的水平，通过公式(19)及(20)可以计算出所需的周期数ni
及时间τi。需要注意的是，当气穴振荡的周期数n增加时，气泡内的气体和/或蒸汽的温度增加，因此，气泡表面
更多的分子将蒸发到气泡内部，气泡19082的尺寸将进一步增加且大于由方程式(18)计算出的值。在实际操作中，
由于气泡尺寸将由后续揭示的实验方法决定，由于温度升高，液体或水蒸发到气泡内表面，对气泡尺寸的影响
在这里不作详细的理论讨论。由于单个气泡的平均体积持续增大，气泡总体积vb和通孔、槽或其他凹进区域的
体积vvtr的比值r从r0不断增大，如图19d所示。由于气泡体积增大，气泡的直径**终达到与如图18a及18b所
示的通孔18034或如图18c或18d所示槽18036的特征尺寸w1的相同尺寸或同一数量级尺寸。通孔18034和
槽18036内的气泡将阻挡超/兆声波能量进一步到达通孔18034和槽18036的底部，尤其当深宽比(深度/宽度)大
于3倍或更多时。因此，如此深的通孔或槽底部的污染物或颗粒无法有效去除或清理干净。因此，提出了一种新
的清洗工艺。半导体晶圆推荐货源.?东莞半导体晶圆产品介绍

    请参考图10a所示，其为根据本申请一实施例的半导体基板的结构1000的剖面示意图。和图9所示的实
施例不同之处，在于该结构1000包含了金属层1010与树酯层1040。为了减薄在边框结构与内框结构之间的金属
层810，可以在上述区域中使用较厚的树酯层1040来替换掉金属层1010的金属。和图9所示的结构900相比，该金
属层1010的第四表面1014与该晶圆层820的***表面821的**短距离，要小于该金属层810的第四表面与该晶圆
层820的***表面的**短距离。由于该结构1000的金属层1010的大部分比该结构900的金属层810的大部分较薄，
因此可以节省金属本身的成本，也可以节省制作该金属层810的步骤的成本。请参考图10b所示，其为根据本申
请一实施例的半导体基板的结构1000的剖面示意图。图10b所示的实施例是图10a所示实施例的一种变形。和
图10a的金属层1010相比，图10b所示实施例的金属层1010比较厚。图10b所示实施例的其余特征均与图10a所
示实施例相同。请参考图11a所示，其为根据本申请一实施例的半导体基板的结构的剖面1100的一示意图。该
结构的剖面1100可以是图8a所示结构800的cc线剖面，也可以是图9所示结构900的cc线剖面，还可以是图10b
所示结构1000的dd线剖面。为了方便说明起见。东莞半导体晶圆产品介绍晶圆的基本工艺有哪些？

    并均匀地到达位于腔室c内的半导体晶圆200。在实际应用中，半导体晶圆干燥设备100包含多个微波产
生器130。一般而言，微波产生器130平均地环绕腔室c分布，如此一来，微波w可均匀地进入腔室c内，并均匀
地到达位于腔室c内的半导体晶圆200，从而促进半导体晶圆200的干燥过程。举例而言，如图1所示，至少两个
微波产生器130平均地分布于壳体120外侧，使其平均地环绕腔室c分布。另外，应当理解的是，本发明的壳
体120基本上可设置于产业中现有的单晶圆湿处理设备(图未示)上。一般而言，单晶圆湿处理设备具有旋转基座，
其用以承载单一片半导体晶圆，以于单晶圆湿处理设备内对半导体晶圆进行各种处理。经单晶圆湿处理设备处
理后，半导体晶圆可被留在旋转基座上，并且可将本发明的壳体120以及设置于其上的微波产生器130设置于单
晶圆湿处理设备的旋转基座上，从而能执行前文所述的半导体晶圆干燥过程。请参照图2，其为依据本发明另一
实施方式的半导体晶圆干燥设备100的剖视图。在本实施方式中，如图2所示，半导体晶圆干燥设备100进一步包
含旋转器140。旋转器140连接基座110，并且被配置成旋转基座110。于半导体晶圆干燥设备100对半导体晶
圆200执行干燥处理的期间。

    功率为p1时检测到的通电时间和预设时间τ1进行比较，如果检测到的通电时间比预设时间τ1长，检测
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电路发送报警信号到主机，主机接收到报警信号则关闭超声波或兆声波电源；检测电路还比较检测到的断电时
间和预设时间τ2，如果检测到的断电时间比预设时间τ2短，检测电路发送报警信号到主机，主机接收到报警信
号则关闭超声波或兆声波电源。在一个实施例中，超声波或兆声波装置与喷头相结合并置于半导体基板附近，
超声波或兆声波装置的能量通过喷头喷出的液柱传递到半导体基板。本发明提供了另一种使用超声波或兆声波
清洗半导体基板的装置，包括卡盘、超声波或兆声波装置、至少一个喷头、超声波或兆声波电源、主机和检测
电路。卡盘支撑半导体基板。超声波或兆声波装置置于半导体基板附近。至少一个喷头向半导体基板和半导体
基板与超声波或兆声波装置之间的空隙中喷洒化学液体。主机设置超声波或兆声波电源以频率f1、功率p1驱动
超声波或兆声波装置，在液体中的气泡气穴振荡损伤半导体基板上的图案结构之前，将超声波或兆声波电源的
输出设为零，待气泡内的温度下降到设定温度后，再次设置超声波或兆声波电源的频率为f1，功率为p1。浙江12
英寸半导体晶圆代工。

    13)v3＝v2-△v＝v1+δv-△v＝v0-△v+δv-△v＝v0+δv-2△v(14)其中，△v是由超/兆声波产生的正压使气泡压
缩一次后气泡的体积减量，δv是由超/兆声波产生的负压使气泡膨胀一次后气泡的体积增量，(δv-△v)是一个周
期后由方程式(5)计算出的温度增量(△t-δt)导致的体积增量。气穴振荡的第二个周期完成后，在温度的持续增
长过程中，气泡的尺寸达到更大。气泡内的气体和/或蒸汽的体积v4为：v4＝v3+δv＝v0+δv-2△v+δv
＝v0+2(δv-△v)(15)第三次压缩后，气泡内的气体和/或蒸汽的体积v5为：v5＝v4-△v＝v0+2(δv-△v)-△v
＝v0+2δv-3△v(16)同理，当气穴振荡的第n个周期达到**小气泡尺寸时，气泡内的气体和/或蒸汽的体
积v2n-1为：v2n-1＝v0+(n-1)δv-n△v＝v0+(n-1)δv-n△v(17)当气穴振荡的第n个周期完成后，气泡内的气体
和/或蒸汽的体积v2n为：v2n＝v0+n(δv-△v)(18)为了将气泡的体积限制在所需体积vi内，该所需体积vi是具
有足够物理活动的尺寸或者是气泡状态低于气穴振荡或气泡密度的饱和点，而不会阻塞通孔、槽或其他凹进区
域内的清洗液交换路径。周期数ni可以表示为：ni＝(vi–v0-△v)/(δv-△v)+1(19)根据公式(19)，达到vi所需的时
间τi可以表示为：τi＝nit1＝t1(。半导体晶圆的采购渠道有哪些？东莞半导体晶圆产品介绍

成都8寸半导体晶圆厚度多少？东莞半导体晶圆产品介绍

    图9a至图9d揭示了根据本发明的又一个实施例的声波晶圆清洗工艺。图10a至图10c揭示了根据本发
明的又一个实施例的声波晶圆清洗工艺。图11a至图11b揭示了根据本发明的又一个实施例的声波晶圆清洗工
艺。图12a至图12b揭示了根据本发明的又一个实施例的声波晶圆清洗工艺。图13a至图13b揭示了根据本发明
的又一个实施例的声波晶圆清洗工艺。图14a至图14b揭示了根据本发明的又一个实施例的声波晶圆清洗工艺。
图15a至图15c揭示了在声波清洗晶圆过程中稳定的气穴振荡损伤晶圆的图案结构。图15d揭示了根据本发明
的一个实施例的晶圆清洗的流程图。图16a至图16c揭示了根据本发明的一个实施例的晶圆清洗工艺。图17揭
示了根据本发明的另一个实施例的晶圆清洗工艺。图18a至图18j揭示了气泡气穴振荡控制增强新鲜清洗液在晶
圆上的通孔或槽内的循环。图19a至图19d揭示了对应于声能的气泡体积变化。图20a至图20d揭示了根据本发
明的一个实施例的有效清洗具有高深宽比的通孔或槽的特征的声波晶圆清洗工艺。图21a至图21c揭示了根据
本发明的另一个实施例的清洗工艺。图22a至图22b揭示了根据本发明的另一个实施例的使用声能清洗晶圆的
工艺。东莞半导体晶圆产品介绍

昆山创米半导体科技有限公司是一家半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；半导体设备、
半导体材料、电子设备、机械设备及配件、机电设备、太阳能光伏设备、太阳能电池及组件、电子产品、电子
材料、针纺织品、玻璃制品、五金制品、日用百货、劳保用品、化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒化
学品）的销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：废弃电器电子产品处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）
一般项目：固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；电子元器件与
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机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电子设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）的公司，致力于发展为创新务实、诚实可信的企业。创米半导体拥有一支经验丰富、技术创新的
专业研发团队，以高度的专注和执着为客户提供晶圆，wafer，半导体辅助材料，晶圆盒。创米半导体不断开拓
创新，追求出色，以技术为先导，以产品为平台，以应用为重点，以服务为保证，不断为客户创造更高价值，
提供更优服务。创米半导体始终关注能源市场，以敏锐的市场洞察力，实现与客户的成长共赢。


